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Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na ocene

Jezyk wyktadowy:

polski

Skrécony opis:

Okoto 2020 roku nastapi kres dotychczasowego rozwoju elektroniki pétprzewodnikowej okreslanego prawem Moora. Ze tego
powodu poszukuje sie intensywnie nowych materiatow, ktore mogtyby zastgpi¢ krzem w dalszym rozwoju elektronicznych
obwodow scalonych. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentdw z tymi nowymi trendami w rozwoju materiatéw elektronicznych,
takich jak: materiaty organiczne w elektronice, nanorurki weglowe i ch aplikacje w elektronice, materialy spintroniczne, grafen.

Opis:

Historia rozwoju elektroniki

Fizyczne granice klasycznej elektroniki
Potprzewodniki wysokotemperaturowe SiC i diament
Azotki grupy 1lI-V

Heterostruktury potprzewodnikowe

Niskowymiarowe struktury i ich aplikacje

Grafen

Nanorurki weglowe. Nanorurki w elektronice
Materiaty organiczne w elektronice

10 Spintronika: podstawy fizyczne i materiaty

OCXNOPO DA WN =

Tematyka ¢wiczen audytoryjnych

1. Elektron jako fala materii (2 godz.)
2. Prawo Moora i konsekwencje tego prawa. Ewolucja rozwoju tranzystorow MOSFET(4 godz.)
3. Zastosowanie rownania Schédingera w okresleniu stanow kwantowych elektronu (4 godz.)

Literatura:

1. M.A. Herman, Heterozlgcza potprzewodnikowe. Fizyka, technologia, zastosowania, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa, 1987.

2. J. Godlewski, Wstep do elektroniki molekulamej, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2008.

3. RW. Kelsall, .LW. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN, Warszawa, 2008.

Efekty ksztalcenia:

W1 Poszerzyt wiedze w zakresie technologii nowych materiatow elektronicznych ktére w przysztosci zastapig krzem w dalszym
rozwoju elektroniki. Poznat podstawowe jakos$ciowe réznice pomiedzy wtasciwosciami krzemu o nowymi materiatami.
K_W02, KW_03.

W2 Zna podstawy fizyczne ograniczajgce dalszy rozwoj elektroniki krzemowej. Jest zapoznany tendencjami i kierunkami rozwoju
nowych materiatow. K_W12.

U1 Umie oszacowac z czego wynikajg fizyczne ograniczenia elektroniki potprzewodnikowej na podstawie ewoluciji rozwoju
tranzystorow MOSFET. K_U01, KU_02, KU_03, KU_04.

U2 Umie korzystac z literatury fachowej, baz danych oraz innych zrédet informacji w celu pozyskania danych niezbednych do
rozwigzania z zakresu rozwoju nowych materiatéw elektronicznych. K_U13.

K1 Ma swiadomo$é poziomu swej wiedzy i umiejetnosci oraz potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i efektywnie
realizowa¢ proces samoksztatcenia. K_K01, K_K05.

K2 Potrafi pracowaé w zespole i ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za wspolnie realizowane zadania.K_K02, K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot koriczy sie egzaminem pisemno-ustnym.

Cwiczenia audytoryjne — zaliczenie éwiczen wymaga uzyskania pozytywnych ocen z rozumienia i rozwigzania uprzednio

zadanych problemow do rozwigzania

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ¢wiczen audytoryjnych oraz zdania pisemnego-ustnego

zaliczenia przedmiotu z uprzednio podanych tematéw egzaminacyjnych

Osiagniecie efektow W1, W2 weryfikowane jest podczas sprawdzianu koncowego, natomiast efekty W3, U1, U2 i K2
sprawdzane sg w trakcie realizacji ¢wiczen audytoryjnych.
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ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3 — 50 + 60% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3,5 — 61 + 70% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4,5 — 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocene bardzo dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencje przewidziane efektami ksztatcenia,
a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposéb twérczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie
samodzielnos$cig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudno$ci oraz systematyczny w pracy.

Ocene dobrag otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac¢ zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.

Ocene dostateczng otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sg luki, ktére potrafi jednak uzupeini¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Oceng niedostateczng otrzymuje student, ktory nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencji w zakresie koniecznych
wymagan.

Na koncowg ocene skiadajg sie oceny uzyskane na sprawdzianie koficowym, ocena z ¢wiczen audytoryjnych i laboratoryjnych
oraz zaangazowanie i sposob podejscia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiéw

stacjonarne

Rodzaj studiéw

Il stopnia

Rodzaj przedmiotu

obowigzkowy

Przedmioty wprowadzajace

* Fizyka: znajomo$¢ teoretycznych podstaw proceséw falowych, elektromagnetyzmu, dualizmu korpuskularno-falowego
= Podstawy fizyki ciata stalego: struktura krystaliczna i teoria pasmowa, podstawy fizyki potprzewodnikow, podstawy dziatania
przyrzgdow potprzewodnikowych

Programy

semestr studiow I1{
kierunek: inzynieria materiatowa

Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
I 30 20/ + 10/ + 2
razem 30 20/ + 107+ 2 |
Autor
prof dr hab. inz. Antoni ROGALSKI
Lp. Aktywnoéc Obciazenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 20
2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 10
3 Udziat w ¢éwiczeniach 10
4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 10
5 Udziat w laboratoriach
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariow
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach 4
1 Przygotowanie do egzaminu o
12 Udziat w egzaminie
B - Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 54 2
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+10 34 1
Zajecia o charakterze praktycznym:
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowsa: 50 2
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